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論文内容の要旨
正
本論文は P-N接合形 GaAs インパットダイオードの高効率，高出力，高信頼化に関する研究を
まとめたもので， 8 章から構成されている。
第 1 章は序論であって，関連分野の研究の概要を述べ，本論文の位置付けを明確にした。
第 2 章ではインパットダイオードの基礎的考察に基づき，高効率，高出力，高信頼インパットダイ
オードとして P-N接合形 GaAs HiーLo インパットダイオードを本研究の対象とした根拠を明ら
かにした。
第 3 章では結晶成長法をはじめとして，素子製造プロセス技術の確立を図った。
第 4 章ではダイオードの構造パラメータと効率との関連について論じ，最適構造パラメーターを明
らかにした。これに基づき， P-N 接合形として初めて30%の効率を 7 GHz 帯で実現した。
第 5 章では P-N 接合形 GaAs Hi-Lo インパットダイオードの高出力化を出力合成によって試み，
効果的な出力合成を可能とするダイオード接合面積の上限を明らかにした。これに基づき， 7 GHz 
帯で10W以上の出力を再現性良く得た。
第 6 章では GaAs インパットダイオードの信頼性について論じ， P-N接合形がショットキパリ
ヤ形に比べて高信頼で、あることを実証すると共に，ダイオードの劣化機構を解明した。更に，より高
信頼なダイオード構造を提案し，高温加速劣化試験によりこれを裏付けた。
第 7 章ではこれら高効率，高出力，高信頼P-N接合形 GaAs Hiー Lo インパットダイオードを通
信機に応用し，その性能が十分発揮されることを明らかにした。
第 8 章は結論であって，本研究で得られた結果の総括を行なった。
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論文の審査結果の要旨
本論文は高出力マイクロ波固体素子の GaAs インパットダイオードの高性能化を図ったものであ
る。従来，ショットキパリヤ形のインパットダイオードは高効率・高出力ではあるが寿命が短かく実
用されるに到らなかった D 著者はその劣化機構が金属原子と GaAs との相互拡散によるダイオー
ド動作領域の変質というショットキパリヤ特有のものであることに着目し， 従来性能的に劣るとさ
れていた PN 接合形インパットダイオードを採り上げ，その高性能化に成功した。すなわち， Hi-Lo 
形のドーピング構造を持つ PN 接合素子について，その構造パラメータの最適化の研究を行い， 7 
GHz 帯で効率25%以上の素子の開発に成功した。また同一基板上に 3~4個のチップを設けて並列動
作させることにより高出力化を実現し， 7GHz 帯で12W以上， 12GHz 帯で 5W以上の出力を得た。
これらはいずれも世界最高水準の値である。
次に PN 接合素子の長寿命化の方法として，電極金属と p+ーGaAs 層の聞に Pt などのパリヤ層を
設けることを試み 2000C で 107 時間以上の平均寿命を得た。これはショットキパリヤ形のものに比
べて 1 桁以上の改善である。
本研究はごのような高性能の PN 接合インパットダイオードの開発により全国体化マイクロ波通信
機の実現をもたらすことが出来，マイクロ波通信技術に大きく貢献した。よって本論文は，学位論文
として価{直あるものと言志める。
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